TRANZYSTORY n-p-n L ' 29-74/2
BSXP59, BSXP60 i BSXP61 '

SWW 1156-223
Tranzystory krzemowe epiplanarne przeznaczone do TRANZYSTOR BSXP59
ukladéw szybko przelgczajacych Sredniej mocy; w szcze-
gélnosci do ukladéw sterowania pamieci ferrytowych. Parametry statyczne
Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie z obu- ©przy temv = 298K .
dows. ‘ (25°C) min, __ maks.

Napiegcie przebicia

kolektor-baza

przy Icso = 10 pA U(ER)CBo ’ 70 _ v
Napiecie przebicia

kolektro-emiter

przy Ic = 10mA U(Br)cEo 45 — Vv
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Igsy = 10 pA Utsr)E50 5 -V
41 Pfqd wsteczny

m— [ gF kolektora = :
A przy Uecpo =40V Icpo - 500 nA

& przy Ucse =40V,

9@_ temp = 373K (100°C) Icmo —_ 50 pA
§ : Napiecie nasycenia

&% . kolektor-emiter
¢ o przy Ic = 150 mA,
Ig=15mA Ucgsat  — 03 V
Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23). przy Ic =500 mA,

Kolektor jest polaczony elektrycznie z obudowa. Ip = 50 mA Ucgsat —_ 05 .V
’ przy Ic=1A ) .
Ig =100mA Ucgsat — 1 v

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 150 mA,
Ig =15mA UBEsat — 1 v
. przy Ic = 500 mA,
DANE TECHNICZNE o Ip =50 mA UpEsat —_ 1,2 v
przy Ic = 1A,
Ig =100 mA UBgsat . 18 v
WartoSci dopuszczalne parametréow eksploatacyjnych Wspblezynnik wzmoc-

max 8,3

w7 66 PR
min max

max§48,

nienia pradowego

przy Ic = 150 mA,

Ucg=1V haie 30 —_ —_
przy Ic = 500 mA,

Ucg=1V haie 30 90 —
przy Ic =1A,

Ucg=5V hsig 20 — —

Typ BSXP59 BSXP60 BSXP61

<

Napiecie kolektor-baza Ucgo 0 70 70
Napiecie kolektor-

-emiter Uczo 45 30 45
Napiecie emiter-baza  Ugzsyg 5 5 5
Prad kolektora =~ .  Ic. 1. L 1. . . oY
Prgd bazy Ip 01 901 0,1 przy Ic = 500 mA,

Moc strat Pc 08 08 08 Uce =1V,
Temperatura zlacza t; 473 K (200°C) . tamp = 233K (—40°C) haue 12

Zakres tefnperatury' Parametry dynamiczne
otoczenia tamo 233...373 K(—40...+100°C)

dpr g

przy tams = 298K
- (25°C) min..  maks,
Parametry fermiczne Czestotliwo$é przeno- ' ‘ T
szenia
Rezystancja termiczna - . przy Ic = 50 mA,
ztacze-otoczenie Reng-op <220 <220 <220 K/W Ucg=10V, S . L
zlacze-obudowa Ring-cp <43 <43 <43 K/W f = 100-MHz fr .. . . 250ii.— . MHz
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Pojemnoéé wejSciowa
przy Ucs =10V,
~ f=1MHz Casp
Pojemnoéé wyjsciowa
przy UEB = 015 V,

f=1MHz Cin
Czas wlaczania ton
Czas wylgczania toss

TRANZYSTOR BSXP60

Parametry statyczne

przy tamb =298 K
(25°C)

Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Icp = 10pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA

U(sr)cBo

U(sr)cEo

" Napiecie przebicia

/—f—\

emiter-baza

przy Igse = 10 pA .
Prad wsteczny,

kolektora

przy Ucgo =40V Icmo

przy Ucsy =40V,

tamb = 3T3K (100°C) Icgmp
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 150 mA,

Is =15mA

przy Ic =500 mA,

Ip = 50mA

przy Ic=1A

Ig =100 mA
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 150 mA,

Ig =15mA

przy Ic = 500 mA,

Ig = 50 mA-

przy Ic =1A,

Iz =100mA
Wsp6lezynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 150 mA,

Uceg=1V - hur
przy Ic = 500 mA,

Uce=1V

przy Ic =1A,
Uceg=5V haEe
przy Ic = 500 mA,
Ucg=1V," C

tamp, = 233 K (—40°C) hgyx

U(Br)EBO

Ucgsat
Ucgsat

Ucgsat

UBgsat
Uggsat

Uspgsat

" hate

Parametry dynamiczne

przy temp = 208K
(25°C)
Czestotliwo$§é przeno-
szenia
przy Ic = 50 mA,
Ucz =10 V,
f = 100 MHz fr
Pojemno$é wyjSciowa
przy Ucs =10V,

f=1MHz G,

min.

30

30

25

12

min.

250

10

50
35

maks.

500

50

0,3

0,5

1,3

1,8

90

maks.
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pF
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Pojemnoéé wejsciowa
przy Uges =05V,

f =1MHz Cub
Czas wlgczania ton
Czas wylaczania toss

TRANZYSTOR BSXP61
Parametry statyczne

przy tamo = 298K
(25°C)

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Icey = 10 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy IEBO =10 p.A

Prad wsteczny
kolektora
przy Ucgy =40V Icho
przy Ucgo =40V,
tamp = 373K (100°C) Icmo

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 150 mA,
Ig =15mA
przy Ic =500 mA,

Ig = 50 mA
przy Ic = 1A,
Ig = 100 mA

Napigcie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 150 mA,
Is=15mA
przy Ic = 500 mA,

I B — 50 mA
przy Ic = 1A,

Iz =100 mA
Wspbtczynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 150 mA,
Ucg=1V ha1e

przy Ic = 500 mA,

UCE =1V hgu.;
przy Ic = 1A,

Uceg=5V hglz
przy Ic =500 mA,

UCE =1 Vy

tamb = 233K (—40°C) hoig

Usrycao
U¢Br)cEo

U(Br)EBY

UCEsat
Ucgsat

UCEsat

UBEsat
UBgsat

UBEsat

Parametry dynamiczne

przy tame = 298K

(25°C)
Czestotliwo§é przeno-

szenia .

przy Ic =50 mA,

UCE = 10 V,

f = 100 MHz fr
Pojemnoéé wyjéciowa

przy Ueg =10V,

f=1MHz  Cag
Pojemnoéé wejSciowa

przy Ugs = 0,5V,

f=1MHz Cip
Czas wlgczania ton
__Ceas wylaczania foyr
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Zalezno§é wspélczynnika wzmocnienia prgdowego
od pradu kolektora
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Zalezno§é napiecia nasycenia kolektor-emiter od
pradu kolektora
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Zalezno§é napiecia nasycenia baza-emiter od pradu
kolektora
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Zalezno§é czestotliwosci przenoszenia od pradu ko-

Cazb, Crib
oF BSXP5G-61
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Zalezno§é pojemnoS$ci kolektora i emitera od na-

lektora piecia kolektora i emitera
BSXP59-61
gy
lego (29%)
! Ugg=40v
w 7 Prar Bsx psg-61 [ ] 1
[ Pmax(Tamb)
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30 / N
600 \\\
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3 /
/ 200 +
] / L 0 ! R
: 0 50 700 150 [ 50 0 50 100 ] Tamp
Zalezno§é pradu wstecznego kolektora od tempera- Zalezno§é dopuszczalnej mocy od temperatury oto-
tury czenia
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